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［デバイスモデル］aSi:H/cSi へテロ接合太陽

電池 1）の受光面側結晶 Si（cSi）表面には反

転層、裏面には多数キャリア蓄積層が aSi:H
により図 1 に示す 2),3）ように誘起されている。

裏面の蓄積層は少数キャリアを受光面側へ追

い返す BSF（back surface field）を形成し、Jsc、
Voc の向上に寄与している。裏面接合のキャ

リア輸送特性は、少数キャリアは阻止するが

多数キャリアを通す、太陽電池にとって理想

に近いオーム性接続を形成している。裏面の BSF2）、受

光面の反転層 3）は実デバイスで観測されている。光照

射下で cSi 断面の電位を超高抵抗プローブでモニタす

ることによって、受光面接合の IV 特性と裏面接合の IV
特性を測り分けた例を図 2 に示す 2）。図から判るよう

に、裏面接合は主として外部電極とのオーミック接続

に寄与し、受光面接合は主として電圧発生に寄与して

いる。 
［simulation］この反転層の少数キャリア濃度と多数キ

ャリア濃度は受光面接合の i-aSi:H 層厚によって変化す

る。反転層-基板接合が Voc の主たる発生源であること

を考えると、Voc は i-aSi:H 厚によって変化する。今回

は Voc の i-aSi:H 層厚依存性の simulation 結果を報告す

る。simulator は SILVACO 社 ATLAS を用いた。表面反転層

キャリアは aSi:H の energy barrier と cSi の表面強電界によ

り confine されているため量子効果を組み込んだ計算が必

要であり、ATLAS へ Quantum モジュールを導入した。 
図 3 に simulation 結果の一例を示す。この例では i-aSi:H 厚

の増加にしたがって Voc は増加している。 
図 3 の結果は i 層の導入により Voc が増加する実験報告 4), 

5)をよく説明している。変換効率最大を与える i-aSi:H 厚に

ついては別途報告する。最適膜厚は使用する aSi:H の材料

パラメータによって変化する。 
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図 2

Fig.1 Dependence of Voc on front i-layer thickness of 
aSi:H/cSi heterojunction solar cells
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図1 schematic band diagram of an aSi:H/cSi solar cell 
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